






































Al 10%付近で消失した(左図 )｡ 室温付近での熱膨張率はA110% 付近までは急速に減
少し,それ以上の組成では通常の金属程度の値におちついた｡これらの現象は,スピンのゆら









































① 単分子脱離過程-ある占有 siteの脱離は, 最近援
(1nn)の占有数 i(-0,1,2)(その siteの状態を(i)
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占有となる他に, Innsiteの状態を変える(脱離の副次的







④ 会合脱離過程-占有 bond(】nn占有 siteどうしのpair)に対し,① と同じ考え方を適
用でき, bondの populationbiに関する連立式を得る｡ 副次的効果が2nnまで及ぶこと
が異なる点である｡ なお, bi･はpiに書き直せる.
@ 吸着過程-単分子吸着,解離吸着を "非占有 site,非占有 bondの脱離〝と考えれば,
数式的に(力,@ と同等となる.
④ 拡散過程･-占有 siteの飛び移 りと考えると,piに関する連立式を得る.
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